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果,温度変化について調べた｡

この合金は磁化測定によると∬- 0.25の組成付近で磁化が極大になり,S血pled山tion近

似はあてはまらない｡NMRにおいてもそれと同様の傾向を示 し, 59C｡核の内部磁場分布の

peak はx- 1,0.85,0.5,0.25でそれぞれ 188,193,209,214KOeと増加するが, x-

0.1において211KOeに減少する｡また内部磁場分布の半値幅は50-60KOeで現在までに

報告されているメタルーメタロイ ド系アモルファスと較べると(- 100KOe)かなりせまい｡

アニールによる変化はほとんど兄い出せなかった｡これらのことから,この合金の内部磁場

と磁化,構造との関連について述べる｡

4. Si-MOS(100)二次元電子ガス系の電子移動度

鈴 木 孝 章

Si-MOS(100)N型反転層の Hal1係数及び抵抗率を温度領域 1.OK～70K,電子濃度領

域 0.05-1.7×1013cm-2にわたって電子移動度の最大値が4.2Kで12000cm2/vs～4000cm2/vs

の間にある3つの試料について測定した｡磁場を加えることにより, Anderson局在による抵

抗の温度変化分を補正して抵抗率 βN(r)を求めた｡さらに,抵抗率の温度変化する部分 βTを

pT-pN(Tト pr(p,残留抵抗,pN(T-0)より推測する)より求め,散乱確率の温度変化

部分 弓1- C2NspT/7n*を求めた｡また 旬(T-0)からは絶対零度での電子移動度 p｡を各

試料について求めた｡〟｡の電子濃度依存性を Sternの不純物散乱及び Andoの表面凹凸散

乱理論によって解析することにより表面散乱中心濃度 Ⅳ｡x, 表面凹凸パラメーター』,上を求

めた｡以上のことより次の結果を得た｡

(1) 試料の電子移動度の最大値が減少するとともにN｡x , A,Lは増加する｡

(2) I;1の電子濃度依存は Stern理論で説明できる｡

(3) I;1tま温度 (T)に対し,Tqに比例する｡低温度領域 (T<10K)ではrqL,高温度領域

では TqM となるo qL,qH の電子濃度依存性についてはStern理論で説明できない部分

が残る｡
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